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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月3日(2019.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コランダム構造を有する結晶性酸化物半導体を主成分として含む結晶性酸化物半導体膜
であって、主面がｍ面であり、膜厚が２．２μｍ以上であることを特徴とする結晶性酸化
物半導体膜。
【請求項２】
　結晶性酸化物半導体が、ガリウムまたはインジウムを少なくとも含む請求項１記載の結
晶性酸化物半導体膜。
【請求項３】
　結晶性酸化物半導体が、ガリウムを少なくとも含む請求項１または２に記載の結晶性酸
化物半導体膜。
【請求項４】
　ドーパントを含む請求項１～３のいずれかに記載の結晶性酸化物半導体膜。
【請求項５】
　ドーパントがスズまたはゲルマニウムである請求項４記載の結晶性酸化物半導体膜。
【請求項６】
　ｍ面に対して０．５°～３°のオフ角を有している請求項１～５のいずれかに記載の結
晶性酸化物半導体膜。
【請求項７】
　ｍ面よりａ軸方向に０．５°～３°のオフ角を有している請求項１～６のいずれかに記
載の結晶性酸化物半導体膜。
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【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の結晶性酸化物半導体膜と電極とを少なくとも含む半導
体装置。
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